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VĨstava v priestoroch Elektr§rne PieġŠany 
 

Z§merom tejto vĨstavy, ktor§ bola otvoren§ od 02.04. do 14.4.2022 v priestoroch 

Elektr§rne PieġŠany, bolo pribl²ģenie hist·rie vzniku, ¼speġnej vĨrobnej ļinnosti ale aj 

z§niku technologicky n§roļnej vĨroby elektronickĨch s¼ļiastok v PieġŠanoch. 

V roku 1960 bolo prijat® rozhodnutie v priestoroch bĨval®ho ONV PieġŠany a Ņalġ²ch 

voŎnĨch priestorov vybudovaŠ v r. 1961 z§vod n.p. TESLA Roģnov, zameranĨ hlavne 

na vĨrobu elektronickĨch s¼ļiastok. VĨroba elektr·niek v rekonġtruovanom objekte 

ONV zaļala uģ v 5/1961. V r. 1964 zaļala vĨstavba nov®ho z§vodu v are§li Ļerven® 

vŘby s rozpoļtovĨm n§kladom 60 mil. Kļs. Do novĨch objektov sa prev§dzky z§vodu 

sŠahovali postupne od r. 1967. V tomto roku uģ v z§vode pracovalo 1830 

zamestnancov. P¹vodn§ vĨroba elektr·niek bola postupne rozġirovan§ o vĨrobu 

polovodiļovĨch di·d a nesk¹r bola celkom nahrade- n§ vĨrobou tranzistorov. V r. 

1969 bol z§vod uģ kompletne presŠahovanĨ do nov®ho are§lu Ļerven® vŘby. 
 

Druh® desaŠroļie (1971 - 1980) bolo zrejme naj¼speġnejġ²m v pomerne kr§tkej hist·rii 

TESLY PieġŠany. Đspeġne sa rozbehla vĨroba v novom are§li, z§vod ¼speġne zvl§dol 

vĨvoj a vĨrobu novĨch typov polovodiļovĨch di·d a tranzistorov pre r§dioprij²maļe 

a telev²zory (viŅ obr. 1 a obr. 2), pre vĨpoļtov¼ techniku ako aj pre Ņalġie 

priemyseln® aplik§cie. 

Rozhoduj¼cim pre druh¼ polovicu 70-tych a 80-te roky bolo rozhodnutie smerovaŠ 

rozvoj TESLY PieġŠany mimo vĨroby diskr®tnych prvkov hlavne na vĨrobu MOS 

integrovanĨch obvodov (IO). KŎ¼ļovĨm bol preto n§kup a ¼speġn® zvl§dnutie 

licenļnej vĨroby NMOS IO (typovĨm predstaviteŎom bola dynamick§ NMOS DRAM 

pamªŠ MHB 4116 - obr. 3), na ktor¼ nadvªzovala vlastn§ vĨroba ļipov 

mikroprocesorov MHB 8080 (obr. 3) a mikropoļ²taļov MHB 8048 (obr. 4) tieģ 

vyr§banĨch technol·giou NMOS, ako aj  CMOS IO (tu bola typovĨm predstaviteŎom 

statick§ CMOS SRAM pamªŠ MHB 1902 - obr. 4) na ktor® nad- vªzovala vĨroba 

Ņalġ²ch CMOS IO vr§tane mikropoļ²taļov MHB 80C48 (obr. 5). 
 

Situ§cia vo vĨrobe MOS IO v TESLE PieġŠany koncom 80-tych rokov vġak uģ nebola 

tak§ dobr§. Novo budovan® ļist® priestory PAA 2 v budove M1 boli rozostavan® iba 

do ¼rovne mont§ģe technol·gie ļistĨch priestorov, avġak celkom dokonļen® neboli 

ani do r. 1993. Oļak§van§ 1 ɛm vĨrobn§ technol·gia nebola zabezpeļen§ v¹bec. 

(PAA 2 boli dokonļen® pre vĨrobu ļipov aģ v r. 2002 ale uģ novĨm vlastn²kom ON 

Semiconductors). Oļak§van® veŎkokapacitn® priestory na vĨrobu ļipov M8 

a mont§ģe integrovanĨch obvodov M4 boli s²ce rozostavan®, ale uģ nedokonļen®. 

PohŎad na are§l z r. 2002 je na obr. ļ.6.   

TESLA PieġŠany ukonļila svoju vĨrobn¼ ļinnosŠ pre rozpad odbytovĨch trhov v r. 

1993. V r. 1998 prevzala aktivity v oblasti vĨroby CMOS ļipov dc®rska spoloļnosŠ 

korpor§cie MOTOROLA Inc. pod n§zvom Slovakia Electronics Industries. T§to bola 

nesk¹r preveden§ do korpor§cie ON Semiconductors. N§sledkom celosvetovej 

odbytovej kr²zy v r. 2008 vġak aj t§to spoloļnosŠ v r. 2009 skonļila svoju vĨrobn¼ 
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ļinnosŠ v PieġŠanoch a v s¼ļasnej dobe v PieġŠanoch ¼speġne rozv²ja hlavne 

podporn® odbytov® ļinnosti.  

Viac sa o ļinnosti TESLY PieġŠany v oblasti vĨroby elektronickĨch s¼ļiastok bolo 

moģn® dozvedieŠ na vĨstave v budove historickej Elektr§rne v PieġŠanoch.  
 

Vystavovan® dokumenty boli s¼streden® do 15-tich veŎkoploġnĨch posterov form§tu 

A0 a jednej presklenej vitr²ny.  

 

VeŎkoploġn® postery boli tematicky ļlenen® nasledovne: 

- Đvod 

- Kr§tka hist·ria TESLY PieġŠany 

- VĨroba elektr·niek  

- VĨroba polovodiļovĨch di·d  

- VĨroba tranzistorov  

- Fotolitografia vo vĨrobe ļipov integrovanĨch obvodov (IO) 

- Technol·gia vĨroby ļipov IO PMOS 

- Licenļn§ technol·gia vĨroby ļipov IO NMOS  

- Licenļn§ technol·gia vĨroby ļipov IO CMOS 

- VĨroba ļipov IO PMOS 

- VĨroba ļipov IO NMOS 

- VĨroba ļipov IO CMOS 

- P¼zdrenie ļipov IO 

- SEI, VĨroba ļipov IO CMOS v PAA 1 

- ON Semi, VĨroba Ătrenchñ ļipov IO v PAA 2 

 

3D expon§ty boli s¼streden® v presklenej vitr²ne nasledovne: 

- Katal·gov® listy a vzorky IO: MHB 1902 (SRAM 1K1bit), MHB 5514 (SRAM 

1K4bit), MHB 2716 (EPROM 2KB), MHB 4164 (DRAM 64 K1bit) 

- Katal·gov® listy a vzorky IO: MHB 8748 (8 bit. mikropoļ²taļ s EPROM a RAM), 

MHB 8708 (EPROM 1KB), MHB 8155H (rozġ²renie RAM a IO), MHB 8243 

(rozġ²renie IO) 

- Katal·gov® listy a vzorky IO: MHB 4116 (DRAM 16K1bit), MHB 8080 (8 bit. 

mikroprocesor), MHB 8251 (USART), MHB 8255 (rozġ²renie IO) 

- Zostava pre kan§lovĨ voliļ:  

Elektr·nky PCC 88 a PCF 82 a alternat²vna polovodiļov§ zostava:  

UHF tetr·dy KF 907 a p§rovan® varikapy 3KB 105G 

- Zostava pre koncovĨ stupeŔ riadkov®ho rozkladu TVP:  

Elektr·nky PL 504, PY 88, DY 86 a alternat²vna polovodiļov§ zostava: 

tyristor KT 119, rĨchla sp²nacia di·da KY 189 a VN di·da KYX 36 

 

Zostavil. Ing. Milan G§bik 

             <tesla-piestany>  

               zdruģenie 
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Obr§zok 1: VĨvoj a vĨroba elektronickĨch s¼ļiastok pre spotrebn¼ elektroniku vģdy patrili medzi priority 

TESLY PieġŠany. Na obr. vŎavo s¼ UHF tranzistory KF 907 a vpravo p§rovan® varikapy  3KB 105G pre 

vĨrobu ġirokop§smovĨch TV  kan§lovĨch voliļov telev²zorov. 

 

 

Obr§zok 2. Pre ļiernobiele telev²zory staļili pre videozosilŔovaļe tranzistory KF 504 (vŎavo), pre farebn® 

ġirokouhl® telev²zne prij²maļe uģ boli potrebn® komplement§rne p§ry KF 469 + KF 470 (vpravo). 



 5 

 

 

Obr§zok 3. VŎavo hore je typovĨ predstaviteŎ licencie NMOS - pamªŠ DRAM 16K1bit MHB 4116, vŎavo 

dolu jej inovovan§ verzia 64 K1bit MHB 4164, vpravo hore 8-bitovĨ mikroprocesor MHB 8080A a vpravo 

dolu obvod paraleln®ho medzistyku MHB 8255A pre vĨrobu mikro a mini poļ²taļov. 

 

 

Obr§zok 4.  VŎavo nad sebou s¼ pamªti CMOS SRAM 1K1bit - typovĨ predstavitelia licenļnej CMOS 

technol·gie, vpravo hore 8-bitovĨ NMOS mikropoļ²taļ MHB 8748C a vpravo dolu IO MHB 8155H. 
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Obr§zok 5. VŎavo nad sebou s¼ inovovan® pamªti CMOS SRAM 1K x 4 bity typu MHB 5514, vpravo hore 

8-bitovĨ CMOS mikropoļ²taļ MHB 80C48, vpravo dolu inovovan§ pamªŠ EPROM 2K x 8 bit MHB  2716. 

 

 

 

Obr§zok 6. PohŎad na are§l TESLY PieġŠany z r. 2002. 
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Gal®ria 
(foto: Mari§n Brezovan) 

 

 

 
 

 

 


